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PERCOBAAN I
DIODA

1.1 Dasar Teori

- Kondisi tanpa tegangan

Pada kondisi tidak diberikan tegangan akan terbentuk suatu perbatasan medan
listrik pada daerah P-N junction. Hal ini terjadi diawali dengan proses difusi, yaitu
bergeraknya muatan elektro dari sisi n ke sisi p. Elektron-elektron tersebut akan
menempati suatu tempat di sisi p yang disebut dengan holes. Pergerakan elektron-
elektron tersebut akan meninggalkan ion positif di sisi n, dan holes yang terisi dengan
elektron akan menimbulkan ion negatif di sisi p. lon-ion tidak bergerak ini akan
membentuk medan listrik statis yang menjadi penghalang pergerakan elektron pada
dioda.

- Kondisi tegangan positif (Forward-bias)

Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal positif sumber
listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal negatif. Adanya tegangan
eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi
tertarik ke masing-masing kutub. lon-ion negatif akan tertarik ke sisi anoda yang
positif, dan ion-ion positif akan tertarik ke sisi katoda yang negatif. Hilangnya
penghalang-penghalang tersebut akan memungkinkan pergerakan elektron di dalam
dioda, sehingga arus listrik dapat mengalir seperti pada rangkaian tertutup.

- Kondisi tegangan negatif (Reverse-bias)

Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal negatif sumber
listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal positif. Adanya tegangan
eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi
tertarik ke masing-masing kutub. Pemberian tegangan negatif akan membuat ion-ion
negatif tertarik ke sisi katoda (n-type) yang diberi tegangan positif, dan ion-ion positif
tertarik ke sisi anoda (p-type) yang diberi tegangan negatif. Pergerakan ion-ion
tersebut searah dengan medan listrik statis yang menghalangi pergerakan elektron,
sehingga penghalang tersebut akan semakin tebal oleh ion-ion. Akibatnya, listrik tidak
dapat mengalir melalui dioda dan rangkaian diibaratkan menjadi rangkaian terbuka.

1.2 Percobaaan Karakteristik Dioda
A. Tujuan

Untuk menunjukkan hubungan antara tegangan jatuh maju (forward voltage
drop), arus maju dan nilai tahanan dalam dari sebuah dioda. Juga untuk menunjukkan

tegangan mundur (reverse voltage), arus mundur dan nilai tahanan mundur.


http://www.studiobelajar.com/listrik-statis/
http://www.studiobelajar.com/ikatan-kimia/

B. Teori Singkat

Bila arus bias maju pada suatu dioda meningkat maka tegangan maju juga
bertambah. Tahanan bias maju dapat dihitung dengan Hukum Ohm, yaitu :

Re=Vr/ Ik

Tegangan jatuh maju dapat meningkat sampai diatas 1 Volt sementara
tahanan beban ikut menentukan besarnya arus yang mengalir melalui dioda dan
beban.

Pada keadaan dibias mundur (reverse), arus yang mengalir sangat kecil
(dalam orde uA) karena tahanan reverse-nya sangat besar. Besarnya tahanan

reverse ini adalah : Re=V:i/I.

C. Peralatan yang digunakan
1. Catu daya DC
2. Voltmeter DC
3. Milliamperemeter DC
4. Beberapa buah dioda penyearah
5

. Tahanan beban sebesar 1 kQ



D. Rangkaian Percobaan
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Gambar I- 1. Rangkaian pengujian dioda

isntruksi asisten.

F. Data Percobaan

Nyalakan catu daya.

Bias Maju (Forward)

Vs (V) | Ir (A) | Rr (k)
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Buat rangkaian seperti Gambar I-1 (a).

Atur tegangan catu daya agar minimum.

Catat harga VFr dan Ir untuk setiap tahap.

Turunkan tegangan catu daya sampai minimum.

Naikkan tegangan catu daya secara bertahap sesuai dengan

Balik dioda sehingga rangkaian menjadi seperti Gambar I-1 (b)

Ulangi prosedur diatas untuk mendapatkan harga Vr dan Ir.

XMM2

lo +

r-OI

~

Ulangi semua percobaan untuk dioda jenis lain, sesuai instruksi asisten.

Bias Mundur (Reverse)
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1.3 Percobaan Penyearah Setengah Gelombang
A. Tujuan

Untuk menunjukkan cara kerja dioda pada penyearah setengah gelombang
dalam menyearahkan tegangan bolak-balik serta melihat bentuk gelombang

tegangan yang dihasilkan.

B. Peralatan
1. Catudaya AC
. Voltmeter

. Osiloskop

2
3
4. Dioda percobaan
5. Tahanan beban 1 kQ
6

. Kapasitor Elektrolit 10uF

C. Rangkaian Percobaan

D1

Vs -

12Vrms N _

60Hz d o e % ol

Ts\ opF SR [,
' Key=A ] | T _T|_—-I 9 +<T—|l_

Gambar I- 2. Rangkaian Penyearah Setengah Gelombang

D. Prosedur Percobaan

Buat rangkaian seperti Gambar -2.

Set catudaya pada nilai minimum lalu nyalakan sumber.

Naikkan tegangan catudaya secara bertahap sesuai dengan tabel data.
Untuk setiap tahap, ukur dan catat nilai Voc.

Amati bentuk gelombang pada osiloskop.

Turunkan catudaya sampai minimum.

Lepaskan kapasitor dari rangkaian.

© N o g~ w D P

Ulangi percobaan tanpa kapasitor.



E. Data Percobaan

Dengan kapasitor Tanpa kapasitor
Vs (V) Vbc (V) Vs (V) Voc (V)
0 0

1,5 1,5

3,0 3,0

4,5 4,5

6,0 6,0

7,5 7,5

9,0 9,0

10,5 10,5

12,0 12,0

F. Keterangan

VRIPPLE

Vbpc=Vp— >

Vp= \/E * VrRms — VF

Ipc

fxC

VRipPLE =

~ VP
IDC =
Ry,

Vr = 0,7 untuk dioda Silikon

1.4 Percobaan Penyearah Jembatan

A. Tujuan
Untuk mengetahui kemampuan dioda menyearahkan tegangan pada

penyearah jembatan dan untuk melihat bentuk gelombang yang dihasilkan.



B. Peralatan yang digunakan
1. Catudaya AC

Voltmeter

Osiloskop

Dioda percobaan

Tahanan beban 1 kQ

o 0o A~ DN

Kapasitor Elektrolit 10 uF

C. Rangkaian Percobaan

D1 XSsC1l

Vs D4 D2 R2 / \ Ext Trig
12vVrms 52\ §1KQ v ®
60Hz D3 Key = A A B
Oo _ 4@_7 ~ 1=

|[ C2 + | [1

50uF
] T

Gambar I- 3. Rangkaian Penyearah Jembatan

D. Prosedur Percobaan

Buat rangkaian seperti Gambar I-3.

Set catudaya pada kedudukan minimum, nyalakan sumber.
Naikkan tegangan catudaya secara bertahap sesuai dengan tabel data.
Untuk setiap tahap, ukur dan catat Vpc.

Amati bentuk gelombang pada osiloskop.

Turunkan catudaya sampai minimum.

Lepaskan kapasitor dari rangkaian.

© N o g k~ wDdhoRE

Ulangi percobaan tanpa kapasitor.



E. Data Percobaan

Dengan kapasitor Tanpa kapasitor
Vs (V) Vbc (V) Vs (V) Voc (V)
0 0

1,5 1,5

3,0 3,0

4,5 4,5

6,0 6,0

7,5 7,5

9,0 9,0

10,5 10,5

12,0 12,0

F. Keterangan

VRIPPLE

Vbpc=Vp— 5

Vp= \/E * VrRvs — 2 * Vg

Ipc

fxC

VRIPPLE =



Pertanyaan

a. Karakteristik Dioda

1.

Tentukan harga dari tahanan forward dan tahanan reverse dari hasil
pengukuran tegangan dan arus dari dioda.
Jelaskan beberapa jenis dioda dan kegunaannya.

Jelaskan pengetian cut-in voltage dan PIV dari sebuah dioda.

b Penyearah Setengah Gelombang

1.
2.

Hitung tegangan keluaran DC berdasarkan rumus

Tentukan Ripple Faktor sesungguhnya dari gelombang keluaran dan hasil
pengukuran

Berikan penjelasan apabila ada perbedaan antara hasil pengukuran dengan
hasil perhitungan.

Mengapa penyearah harus menggunakan filter?

Dalam menggunakan dioda pada penyearah, batas-batas apa yang harus
dipertimbangkan?

Hitung tegangan ripple dari hasil pengukuran untuk penyearah yang

menggunakan kapasitor.

Cc. Penyearah gelombang Penuh

1.
2.
3.

Hitung tegangan keluaran berdasarkan rumus

Tentukan tegangan ripple dari keluaran

Berikan penjelasan apabila ada perbedaan antara hasil pengukuran
dengan hasil perhitungan.

Hitung tegangan ripple untuk penyearah yang mngguakan kapasitor.
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PERCOBAAN 11
TRANSISTOR BIPOLAR

I1.1 Dasar Teori

Pengertian Transistor Bipolar

Transistor Bipolar adalah komponen semikonduktor yang memiliki tiga kaki
yaitu Kolektor, Basis, dan emitor dan terdiri dari 3 lapis P-N junction. Transistor
bipolar merupakan pengembangan dari dioda. Jika dioda tersusun dari gabungan P-N
junction saja, maka transistor bipolar dibedakan menjadi dua jenis didasarkan atas
urutan material yang menyusun-nya yaitu jenis transistor PNP dan transistor NPN.

NPN PNP
E—-I<}-|-(>0—c- E—(>|Tl<l—c
B NPN B@PNP
| |
E C

Gambar II- 1. Dasar Transistor BJT

Komponen ini berfungsi sebagai penguat, pemutus dan penyambung
(switching), stabilitasi tegangan, modulasi sinyal dan masih banyak lagi fungsi lainnya.
Selain itu, transistor juga dapat digunakan sebagai kran listrik sehingga dapat
mengalirkan listrik dengan sangat akurat dan sumber listriknya.

Cara Kerja Transistor Bipolar

Transistor tipe BJT baru akan bisa bekerja jika kaki-kakinya diberi tegangan
bias. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk memberi tegangan bias dan
masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. pada
transistor NPN,untuk dapat mengalirkan arus dari kolektor ke emitter, perlu ada arus
masukkan ke kaki basis. Semakin besar arus yang mengalir di basi maka semakin besar
pula arus listrik dari kolektor yang mengalir ke emitor. Sementara pada transistor PNP
sama saja hanya polaritas tegangan yang digunakan terbalik dari transistor NPN dar
arusnya mengalir dari emitter ke kolektor.

Titik Kerja Transistor Bipolar:

1. Daerah Jenuh Transistor
Daerah kerja transistor saat jenuh adalah keadaan dimana transistor

mengalirkan arus secara maksimum dari kolektor ke emitor sehingga transistor tersebut
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seolah-olah short pada hubungan kolektor — emitor. Pada daerah ini transistor dikatakan

menghantar maksimum (sambungan CE terhubung maksimum).

2. Daerah Aktif Transistor

Pada daerah kerja ini transistor biasanya digunakan sebagai penguat sinyal.
Transistor dikatakan bekerja pada daerah aktif karena transistor selelu mengalirkan arus
dari kolektor ke emitor walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal, hal ini ditujukan
untuk menghasilkan sinyal keluaran yang tidak cacat. Daerah aktif terletak antara

daerah jenuh (saturasi) dan daerah mati (Cut off).

3. Daerah Mati Transistor

Daerah cut off merupakan daerah kerja transistor dimana keadaan transistor
menyumbat pada hubungan kolektor — emitor. Daerah cut off sering dinamakan sebagai
daerah mati karena pada daerah kerja ini transistor tidak dapat mengalirkan arus dari
kolektor ke emitor. Pada daerah cut off transistor dapat di analogikan sebagai saklar

terbuka pada hubungan kolektor — emitor.

Grafik Kurva Karakteristik Transistor

IC
o L—--enuh (Saturasi)

=

\ Daerah aktif

N Mati (Cu Of)

\_\ :\'C’-.:

vee

Gambar II- 2. Grafik kerja Transistor BJT

Untuk membuat transistor menghantar, pada masukan basis perlu diberi
tegangan. Besarnya tegangan harus lebih besar dari Vbe (0,3 untuk germanium dan 0,7

untuk silicon).

Dengan mengatur Ib>Ic/p kondisi transistor akan menjadi jenuh seakan kolektor
dan emitor short circuit. Arus mengalir dari kolektor ke emitor tanpa hambatan dan
Vce=0. Besar arus yang mengalir dari kolektor ke emitor sama dengan Vcc/Rc.

Keadaan seperti ini menyerupai saklar dalam kondisi tertutup (ON).
Konfigurasi Pada Transistor Bipolar

Dalam merangkai sebuah Transistor, terutama pada Transistor bipolar yang
memiliki 3 terminal kaki ini terdapat 3 jenis rangkaian konfigurasi dasar yang


http://elektronika-dasar.web.id/wp-content/uploads/2012/05/Grafik-Kurva-Karakteristik-Transistor.jpg
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digunakan. Ketiga jenis Konfigurasi dasar tersebut diantaranya adalah
1. Common Base (Basis Bersama)

common base adalah konfigurasi yang kaki basis transistor di ground-kan, lalu
input di masukkan ke emitor dan output diambil pada kaki kolektor. konfigurasi
common base memunyai karakter sebagai penguat tegangan.

2. Common Collector (Kolektor Bersama)

common collector adalah kofigurasi dimana kaki kolektor transistor di ground-
kan, lalu input di masukkan ke basis dan output diambil pada kaki emitor dan penguat
ini berkarakteristik sebagai penguat arus.

3.Common Emitter (Emitor Bersama)

common emitor adalah kofigurasi yang kaki emitor transistor di ground-kan,
lalu input di masukkan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor, serta
mempunyai karakter sebagai penguat arus maupun tegangan secara bersamaan.

3 Konfigurasi Transistor

E € ”
Q Output / \J Output | / |
N r‘..‘\.‘- " " L
Input ©} 4 f Qutput! | nput /Y, Input '\,
: B v vV
== =
Common Base (Basis Bersama) Common Collecter {(Kolektor Bersama) Common Emitter (Emitor Bersama)

Gambar II- 3. Konfigurasi pada BJT

Macam-macam Transistor Bipolar

1. Transistor TIP.
Umumnya transistor TIP ini memiliki badan berbentuk persegi dengan lubang
baut kecil dan lebih tipis dari badan transistor.

2. Transistor BD 139 dan BD 140.
Transistor dengan bentuk fisik persegi serta lubang baut di badanya. Transistor ini
adalah BD 139 dan BD 140.



12

3. Transistor JENGKOL.
Transistor ini memiliki bentuk seperti jengkol.

4. Transistor Setengah Tabung.
Dinamakan transistor setengah tabung karena bentuk badan yang separuh lingkaran
atau separuh tabung.

5. Transistor Tabung / Slinder.
Transistor tabung / silinder ini berbentuk bulat dengan seluruh badan / body dari logam
germanium.

=) (b) (c) (d) (e) ) (9)
‘
e c *pe e c b c pe
b e chb c be e bC
(h) i) ag) (k)
() S
2] [ %
ell <|l ! l:Il ¢||: I|e b c e b c e
m (m)
ﬂ
—— s 7 o
= o = 7
Body = c¢ | |_| I—I |—|
2 b c

Gambar II- 4. Macam-macam Transistor BJT
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I1.2 Percobaan Transistor Bipolar Sebagai Sakelar
A. Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana perilaku transistor bipolar jika dioperasikan

sebagai sakelar.

B. Teori Singkat

Salah satu aplikasi yang paling mendasar dari transistor adalah untuk
mengontrol aliran listrik seperti menggunakannya sebagai saklar listrik/switch. Jika
transistor bekerja pada mode cutoff dan mode saturasi maka transistor dapat
membuat status on / off layaknya cara kerja switch. Dari kerja switch transistor ini
kita dapat membuat gerbang logika yang menjadi dasar pembuatan mikrokontroler

maupun mikroprosesor.

C. Peralatan

1. Multimeter (4 buah)
2. Catudaya DC variable. (1 buah)
3. Resistor 1kQ dan 220€ . (2 buah)
4. Transistor BJT BC 107. (1 buah)
5. Kabel Jumper. (Secukupnya)
6. LED. (1 buah)
7. Potensiometer 10kQ. (1 buah)

D. Rangkaian Percobaan

XMM4
XMM5 N
—A LED1 |o o

4+ -
9 ©

\—r/\lj\t/)\/—l_KQZ 55 Rc
R7 1kQ 220Q
V2 % XMM3 XMM6

— 3V Key = A 0+)\ BC107BP o+)\ V3
10kQ J—-o I J—-o I —— 5V
A I

=

Gambar II- 5. Rangkaian Percobaan transistor sebagai sakelar
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E. Prosedur Percobaan
1. Buat rangkaian seperti Gambar II-5.
2. Nyalakan sumber.
3. Set V3 dan V2 pada nilai yang ditentukan asisten.
4

. Putar Potensiometer pada skala yang telah ditentukan lalu catat Ib (XMM 5)
dan Vbb (XMM 3).

Kemudian catat nilai Vce (XMM 6) dan Ic (XMM 4) .
6. Turunkan Vcc(V2) dan Vbb(V1) menjadi nol.
7. Matikan catudaya.

o

F. Data Percobaan

V2 | V3 P"ti'l‘;ilfg‘;‘)eter Ib Ic [ Vbb | Vee | . |Kondisi
M V) Posisi (A) A [V M LED
3|5 0%
3|5 20%
3|5 40%
3|5 60%

G. Keterangan
perhitungan Dasar BJT untuk rangkaian diatas :
Ib=(Vbb—-Vbe)/Rb  (*Vbe silicon =0,7 V dan Vbe germanium= 0,3 V)
Vece =Vcc— Vled —IcRe (*Vied =2 V)
hFE = Bac =1Ic/Ib (*transistor bc107 hFE min — hFE max = 110 — 450)

Mode Cut off (Led mati)
Ib=0 >>> Ic=0
Vee(eutofffy = Vee

Mode Saturasi(Led Hidup)
Vce =0 ( *mendekati 0 )
Ic=(Vec—Vled) /Rc



I1.3 Percobaan Transistor Sebagai Penguat Tegangan

A. Tujuan
Untuk mengetahui bagaimana perilaku transistor jika dioperasikan sebagai
penguat tegangan.

B. Teori Singkat

Prinsip Beberapa aplikasi transistor yang paling sering dipakai adalah
amplifier. amplifier mengubah sinyal daya rendah menjadi daya yang lebih
tinggi. Amplifier dapat meningkatkan tegangan, mulai dari uV menjadi mV
atau bahkan V, atau amplifier dapat meningkatkan arus, mulai dari pA menjadi
mA atau bahkan A

Transistor adalah komponen kunci untuk banyak sirkuit amplifier. Ada tiga
konfigurasi umum dari amplifier transistor yang paling mendasar yaitu common
emitor, common kolektor dan common basis.

Common emitor adalah salah satu konfigurasi transistor yang paling
popular seperti pada percobaan kali ini. Salah satu kekhasan dari common emitor

adalah sinyal outputnya terbalik terhadap sinyal input (seperti kerja inverter).

C. Peralatan

1. Catudaya DC variable. (1 buah)
2. Catudaya AC variable. (1 buah)
3. Multimeter. (2 bauh)
4. Transistor percobaan (1 buah)
5. Resistor 100kQ, 10kQ, 1kQ (4 buah)
6. Osiloskop (1 buah)
7. Kapasitor 1uF (2 buah)

D. Rangkaian Percobaan

vcc
XMM1 1i2v
Y R3 __xsc1
* = 100kQ 10kQ = )
e <o c2 !
o
1 B} (
c1 o1 1uF
11 BC817 e
11 £
Vi uFE xXMM2 lqu[ K

1
10mvVrms R2 R4 —
ez ke ko

Gambar II- 6. Rangkaian Transistor Sebagai Penguat Tegangan
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E. Prosedur Percobaan
1. Buat rangkaian seperti Gambar II-6,
2. Set Vce =12 V,Vac dan fi, sesuai tabel,

3. Catat Vin (XMM1set AC) dan Vout (XMM2set AC), serta hitung penguatan
hFE,

Ulangi langkah 2 dan 3, untuk nilai Vac dan fi, sesuai tabel,
. Amati bentuk gelombang pada osiloskop,

4
5. Turunkan Vce dan Vac menjadi nol,
6. Matikan catudaya,

7

. Buatlah grafik berdasarkan data percobaan yang telah selesai.

F. Data Percobaan

Vac (mV) fin (Hz) Vin (V) Vout (V) Av
100 1k
100 2k
1000 1k
1000 2k

G. Keterangan
Untuk Rangkaian penguat Common emittor diatas maka :

Vout =V in x Av (*Av = factor penguatan)

Av = - (R3/R4)
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PERCOBAAN III
JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR (JFET)

I11.1 Dasar Teori

Field Effect Transistor atau disingkat dengan FET adalah komponen Elektronika
aktif yang menggunakan Medan Listrik untuk mengendalikan Konduktifitasnya. Field
Effect Transistor (FET) dalam bahasa Indonesia disebut dengan Transistor Efek
Medan. Dikatakan Field Effect atau Efek Medan karena pengoperasian Transistor
jenis ini tergantung pada tegangan (medan listrik) yang terdapat pada Input
Gerbangnya. FET merupakan Komponen Elektronika yang tergolong dalam keluarga
Transistor yang memilki Tiga Terminal Kaki yaitu Gate (G), Drain (D) dan Source
(S).

Field Effect Transistor atau FET memiliki fungsi yang hampir sama dengan
Transistor bipolar pada umumnya. Perbedaannya adalah pada pengendalian arus
Outputnya. Arus Output (Ic) pada Transistor Bipolar dikendalikan oleh arus Input (Ig)
sedangkan Arus Output (Ip) pada FET dikendalikan oleh Tegangan Input (V) FET.
Jadi perlu diperhatikan bahwa perbedaan yang paling utama antara Transistor Bipolar
(NPN & PNP) dengan Field Effect Transistor (FET) adalah terletak pada
pengendalinya (Bipolar menggunakan Arus sedangkan FET menggunakan Tegangan).

Field Effect Transistor ini sering disebut juga dengan Unipolar Transistor atau
Transistor Eka Kutup, hal ini dikarena FET adalah Transistor yang bekerja bergantung
dari satu pembawa muatan saja, apakah itu Elektron maupun Hole. Sedangkan pada
Transistor Bipolar (NPN & PNP) pada umumnya, terdapat dua pembawa muatan yaitu
Elektron yang membawa muatan Negatif dan Hole sebagai pembawa muatan Positif.

Cara Kerja JFET pada prinsipnya seperti kran air yang mengatur aliran air pada

pipa. Elektron atau Hole akan mengalir dari Terminal Source (S) ke Terminal Drain
(D). Arus pada Outputnya yaitu Arus Drain (Ip) akan sama dengan Arus Inputnya
yaitu Arus Source (Is). Prinsip kerja tersebut sama dengan prinsip kerja sebuah pipa
air di rumah kita dengan asumsi tidak ada kebocoran pada pipa air kita.
Besarnya arus listrik tergantung pada tinggi rendahnya Tegangan yang diberikan pada
Terminal Gerbangnya (GATE (G)). Fluktuasi Tegangan pada Terminal Gate (V) akan
menyebabkan perubahan pada arus listrik yang melalui saluran Is atau Ip. Fluktuasi
yang kecil dapat menyebabkan variasi yang cukup besar pada arus aliran pembawa
muatan yang melalui JFET tersebut. Dengan demikian terjadi penguatan Tegangan
pada sebuah rangkaian Elektronika.

Junction FET atau sering disingkat dengan JFET memiliki 2 tipe berdasarkan tipe
bahan semikonduktor yang digunakan pada saluran atau kanalnya. JFET tipe N-
Channel (Kanal N) terbuat dari bahan Semikonduktor tipe N dan P-Channel (Kanal P)
yang terbuat dari Semikonduktor tipe P.



15
JFET Kanal - N

Berikut dibawah ini adalah gambar struktur dasar JFET jenis Kanal-N.

Struktur JFET Kanal N Simbol JFET Kanal N
Gerbang Tipe P D
G o)
So oD
G E
Kanal Tipe N o
S

Substrate Tipe P

Saluran atau Kanal pada jenis ini terbentuk dari bahan semikonduktor tipe N
dengan satu ujungnya adalah Source (S) dan satunya lagi adalah Drain (D). Mayoritas
pembawa muatan atau Carriers pada JFET jenis Kanal-N ini adalah Elektron.

Gate atau Gerbang pada JFET jenis Kanal-N ini terdiri dari bahan semikonduktor
tipe P. Bagian lain yang terbuat dari Semikonduktor tipe P pada JFET Kanal-N ini
adalah bagian yang disebut dengan Subtrate yaitu bagian yang membentuk batas di
sisi saluran berlawanan Gerbang (G).

Tegangan pada Terminal Gerbang (G) menghasilkan medan listrik yang
mempengaruhi aliran pada pembawa muatan yang melalui saluran tersebut. Semakin
Negatifnya Vg, semakin sempit pula salurannya yang akhirnya mengakibatkan
semakin kecil arus pada outputnya (Ip).

JFET Kanal - P

Berikut dibawah ini adalah gambar struktur dasar JFET jenis Kanal-P.

Struktur JFET Kanal P Simbol JFET Kanal P
Gerbang Tipe N
G D
S oD o
G %
S Kanal Tipe P S
Substrate Tipe N S

Saluran pada JFET jenis Kanal-P terbuat dari Semikonduktor tipe P. Mayoritas
pembawa muatannya adalah Hole. Bagian Gate atau Gerbang (G) dan Subtrate-nya
terbuat dari bahan Semikonduktor tipe N.

Di JFET Kanal-P, semakin Positifnya Vg, semakin sempit pula salurannya yang
akhirnya mengakibatkan semakin kecilnya arus pada Output JFET (Ip).

Dari Simbolnya, kita dapat mengetahui mana yang JFET Kanal-N dan JFET Kanal-P.
Anak Panah pada simbol JFET Kanal-N adalah menghadap ke dalam sedangkan anak
panah pada simbol JFET Kanal-P menghadap keluar.


https://teknikelektronika.com/wp-content/uploads/2016/03/JFET-Kanal-N.jpg?x22079
https://teknikelektronika.com/wp-content/uploads/2016/03/JFET-Kanal-P.jpg?x22079
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II1.2 Percobaan Cara Kerja JFET

A. Tujuan
Untuk menunjukkan bagaimana cara membuat JFET bekerja atau tidak

bekerja dan bagaimana mengetahui kondisi ini dari tegangan pada drain.

B. Teori Singkat

Jika Vas = 0 maka JFET akan menghantar sehingga tegangan drain (Vp)
akan rendah. Sebaliknya jika Vs = -3V maka JFET tidak menghantar sehingga
Vb = Vbp.

C. Peralatan
1. Catudaya 12V
. Voltmeter & Amperemeter

. Resistor 10 kQ dan 1M

Sakelar SPDT

2
3
4. JFET type 2N3370 atau yang sejenis
5
6. Transistor percobaan

7

. Kabel-kabel penyambung

D. Rangkaian Percobaan

XMM4
A Sl 7
——o© e o| JFET_N
B
pvi . 2N3370
— 3V 2—=
T Key = Space XMM1 l RG
4*0— 1MQ
— IO-—J

Gambar III-1. Rangkaian percobaan JFET
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E. Prosedur Percobaan

=

Buat rangkaian seperti Gambar I1I-1.

Set sakelar pada posisi A.

Nyalakan sumber.

Catat nilai I (XMM4), Vg (XMM1) dan Vp (XMM?2).
Tentukan apakah JFET on atau off.

Set sakelar pada posisi B.

Catat nilai Vg (XMM1) dan Vp (XMM2).

Tentukan apakah JFET on atau off.

© 0 N o gk~ w0 DN

Padamkan sumber.

10. Hitung Ip (XMM3) dengan rumus pendekatan : Ip=Vi/Rp = (V2 - Vb)/Rb

F. Data Percobaan

. . In (A) Kondisi JFET
Posisi Sakelar | Vg (V) | I¢ (A) | Vb (V) Ukur | Hitung (on/off)
A
B

II1.3 Percobaan Karakteristik Arus dan Tegangan JFET
A. Tujuan
Untuk melihat bahwa Vs lebih berpengaruh pada Ip dibandingkan dengan

Vbs dan untuk membuat kurva karakteristik keluaran guna lebih memahami cara

kerja JFET.

B. Peralatan

1. Catudaya ganda

2. Voltmeter

3. Amperemeter
4. JFET percobaan
5. Tahanan 1 MQ
6

. Potensiometer 10 kQ



C. Rangkaian Percobaan

XMM4

JFET_N1

.

Racd

1MQ

Pm1l V2
10kQ — gy
Key=S T
100 %
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Gambar I1I-2. Rangkaian percobaan Karakteristik Arus dan Tegangan

D.

Prosedur Percobaan

N o a s~ w D

E. Data Percobaan

F. Pertanyaan dan Tugas

Buat rangkaian seperti Gambar I11-2,
Atur VI=-6 Vdan V2=6V,
Atur potensiometer pada 5 %, dan potensiometer 1 pada 100 %,

Catat harga Vgs (XMM1), Vps (XMM2) dan Ip (XMM3),

Ubah potensiometer dan potensiometer 1 sesuai tabel data,
Catat harga Vgs (XMM1), Vps (XMM2) dan Ip (XMM3),
Ulangi langkah 5 dan langkah 6 sampai semua data telah diuji.

Posisi Posisi Vas Vs Ip Kondisi JFET
Potensiometer |Potensiometer 1 V) V) (A) (on/off)

5% 100 %

10 % 100 %

15 % 100 %

5% 80 %

10 % 80 %

15 % 80 %

1. Buatlah grafik Ip vs Vbs untuk setiap nilai Vas.

2. Bila tegangan Vs dinaikkan apa pengaruhnya terhadap Ip ?
3. Dari grafik, jika Ves =- 1,5 V dan Vps = 10 V, berapakah nilai Ip ?
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PERCOBAAN IV
OPERATIONAL AMPLIFIER (OP-AMP)

IV.1. Dasar Teori

Operational Amplifier atau di singkat op-amp merupakan salah satu komponen
analog yang popular digunakan dalam berbagai aplikasi rangkaian elektronika.
Aplikasi op-amp popular yang paling sering dibuat antara lain adalah rangkaian
inverter, non-inverter, integrator dan differensiator. Pada pokok bahasan kali ini akan
dipaparkan beberapa aplikasi op-amp yang paling dasar, dimana rangkaian feedback
(umpan balik) negatif memegang peranan penting. Secara umum, umpanbalik positif
akan menghasilkan osilasi sedangkan umpanbalik negatif menghasilkan penguatan
yang dapat terukur.

Maon-liy ertang +

Op-Amp (hutput

Imverting

Terminal yang terdapat pada Simbol Op-Amp (Operational Amplifier/penguat
operasional) diantaranya adalah :

1. Masukan non-pembalik (Non-Inverting) +
2. Masukan pembalik (Inverting) —

3. Keluaran Vout

4. Catu daya positif +V

5.

Catu daya negatif -V
Op-amp ideal

Secara umum, Operational Amplifier (Op-Amp) yang ideal memiliki karakteristik
sebagai berikut:
*  Penguatan tegangan open-loop sangat besar
» Tegangan offset keluaran sangat rendah
* Impedansi masukan sangat tinggi
* Impedansi keluaran sangat rendah
* Lebar pita (Bandwidth) sangat tinggi
»  Karakteristik tidak berubah dengan suhu

Pada dasarnya kondisi op-amp ideal hanya merupakan teoritis dan hampir tidak
mungkin dicapai dalam kondisi praktis. Namun sebuah op-amp yang baik adalah op-
amp yang memiliki karakteristik yang hampir mendekati kondisi op-amp ideal.
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Ada dua aturan penting dalam melakukan analisa rangkaian op-amp berdasarkan
karakteristik op-amp ideal. Aturan ini dalam beberapa literatur dinamakan golden rule,
yaitu :

Aturan 1 : Perbedaan tegangan antara input v+ dan v- adalah nol (v+ — v- = 0 atau v+
= V_ )

Aturan 2 : Arus pada input Op-amp adalah nol (i+ = i- = 0)

IV.2. Percobaaan Basic Op-Amp Operation

A. Tujuan

Untuk menunjukkan prinsip kerja op-amp dan memahami karakteristiknya.

B. Teori Singkat

Polaritas tegangan keluaran op-amp bergantung pada polaritas antara
tegangan-tegangan masukannya. Jika masukan (+) lebih positip dari masukan (-)
maka keluaran akan positip. Sebaliknya jika masukan (-) lebih positip dari masukan

(+) maka keluaran akan negatip.

C. Rangkaian Percobaan

XMM1 XMM2 15V XMM3
I 1L vz —A Yelo
—15v  — 15V || XS A
T 1 Q@ o||e o Q o
R1 U2
R3
10kQ
0%, v +
Klg'fi 50R0/4 R2 _
- 0
10kQ§( 10k GPAMP 5T VIRTUAL
Key=A
L 1
- -15v VDD

Gambar IV- 1. Rangkaian Percobaaan Basic Op-Amp

D. Peralatan yan digunakan
1. Catudaya ganda +15V.
2. Voltmeter.
3. Op-Amp percobaan.

4. Resistor 10kQ 2 buah.

5. Potensiometer 10k 2 buah.



E. Prosedur Percobaan
1. Buat rangkaian seperti Gambar V-1,
2. Set posisi potensiometer sesuai tabel,

3. Catat Vin+ (XMM1), Vin. (XMM2) dan Vour (XMM3) pada tabel

data, lengkap dengan polaritasnya.

G. Data Percobaan

Pml Pm2 XMM1 XMM2 XMM3
0% 100 %
100 % 0%

50% 50%

IV.3. Percobaan Inverting Amplifier
A. Tujuan

Untuk menunjukkan bagaimana op-amp dapat berfungsi sebagai
penguat membalik (inverting amplifier) baik untuk tegangan masukan DC,

maupun tegangan masukan AC serta melihat respons frekuensi dari penguat.

B. Teori Singkat

Inverting Amplifier sesuai dengan namanya akan menghasilkan tegangan
dengan polaritas yang berlawanan dengan polaritas tegangan masukan
diferensialnya. Besarnya faktor penguatan tegangan adalah Av =— Rrs / RiN. Tanda
minius menunjukkan bahwa polaritas tegangan keluaran berlawanan dengan
polaritas tegangan masukan.

Tegangan pada masukan negatip adalah mendekati 0 Volt, oleh karena itu
titik ini disebut virtual ground atau virtual earth.

Pada penguatan sinyal AC, kapasitor dapat digunakan untuk menahan
tegangan DC pada masukan dan keluaran. Respons frekuensi dari penguat
ditentukan olek faktor penguatannya. Semakin kecil penguatan, semakin lebar

respons frekuensinya.

21
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C. Rangkaian Percobaan

R2
VWA XMM1
10kQ

1 AN h 3 9
_1 V1 1kQ
1V .

T J_?' OPAMP_3T_VIRTUAL

(@)

c3 R4 .|_ Xsc1 XMM2
XMM3 AVAYAY, -

A 10kQ ._]._(134F o- —
—A 1 H 0 9

T UF _/53\, Ul + o ()
o — )
@ V2 1kQ > I
1Vrms =
60H + [
J z @5

0° J_?' OPAMP_3T_VIRTUAL H

(b)
Gambar IV-2. Rangkaian Inverting Amplifier

D. Peralatan
1. Catu daya DC & AC,
Voltmeter,
Osiloskop,
Generator Sinyal AC Op-amp LM-741,

Resistor (sesuai ketentuan asisten) ,

o g M w D

Kapasitor Elektrolit 1uF,

E. Prosedur Percobaan

1. Buat rangkaian seperti Gambar V-2 (a) dengan menggunakan R1 dan R2
sesuai dengan Gambar V-2 (a),
Ubah Vin/V1 sesuai dengan tabel data,
Ukur dan catat Vou pada tabel data dengan menggunakan XMMI,
Hitung Avf=— R2/ Ri1 lalu dan catat pada tabel data,
Hitung Avf=— Vout / Vin lalu dan catat pada tabel data,

o 0 &M w0 DN

Ulangi langkah 2 sampai 5 untuk tegangan masukan yang lain sesuai

dengan tabel data,



7. Ubah rangkaian menjadi seperti Gambar V-2 (b),

8. Set generator sinyal dengan frekuensi dan tegangan sesuai tabel,

9. Dengan menggunakan osiloskop, ukur dan catat Vou (XMM2 set AC) dan Vi

(XMM3 set AC) pada tabel data,

10. Hitung faktor penguatan dengan rumus Avf= - Vout/ Vin,

11. Ulangi langkah 8 sampai 10 untuk frekuensi yang berbeda, sesuai dengan

tabel data,

12. Amati bentuk gelombang pada osiloskop, dengan menggunakan data-

data percobaan, gambarkanlah kurva respons frekuensi dari rangkaian

penguat.

F. Data Percobaan

Masukan DC
(l?glz) (l?!zl) zf\l;(il‘t])] (:77;;;) Avi=—R2/Ri| Avi=—Vout/ Vin
1 10 10 m
1 10 100 m
1 10 1
1 10 2
1 10 10
1 10 20
Masukan AC
(13;2) (f;z) (If{i';) (\\,:)ii‘t) (301;) Avi=—R2/R1| Avt=-Vou/ Vin
1 10 60
1 10 100
1 10 500
1 10 1k
1 10 2k
1 10 3k
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IV.4. Percobaan Non-Inverting Amplifier
A. Tujuan

Untuk menunjukkan cara kerja op-amp yang difungsikan sebagai penguat
tak membalik (non-inverting amplifier) untuk memperkuat tegangan DC dan
sinyal AC.

B. Rangkaian Percobaan

XMM2 T U1
)h+ —Vin
6 Q T].V -
' OPAMP_3T VIRTUAL
AN
{ Rf
] Skin sk e
T J1ke )
(a)
XMM3 AR Xsc1
Rin1kQ Ul
S A I c2 o« )}
9 9
T, ! -
e | CL ) 1pF o
C1 1HF| ORPAMPSTAHRTFUAL 4o . .
Vin XMM2 XMM1 QQ
1vrms R3 [ 1
o §10kn | vin | A=
zZ = il & e | Vout
J 0 T | C <&

(b)
Gambar IV-3. Rangkaian Non-Inverting Amplifier

C. Teori Singkat

Sesuai dengan namanya, penguat ini akan memperkuat tegangan
masukannya dan menghasilkan tegangan keluaran dengan polaritas yang sama
dengan polaritas tegangan masukannya (tak membalik). Faktor penguatannya

dapat dihitung dengan rumus berikut :
Avi= (Rf/Rin)+1 atau Avt= Vout/Vin

Pada penguatan sinyal AC, kapasitor dapat digunakan untuk menahan
tegangan DC (jika ada). Sama halnya dengan penguat membalik, respons frekuensi
dari penguat ini ditentukan oleh penguatannya. Semakin kecil penguatan semakin

lebar respons frekuensinya.
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D. Peralatan

o g ~ w0

Catu daya DC & AC,

Voltmeter,

Osiloskop,

Generator Sinyal AC Op-amp LM-741,
Resistor (sesuai ketentuan asisten),

Kapasitor Elektrolit 1uF,

E. Prosedur Percobaan

1.

10.

11.

Buat rangkaian seperti Gambar V-3 (a) dengan menggunakan Rrdan Rin
sesuai dengan tabel data,

Atur Vin+ sesuai dengan tabel data,

Ukur dan catat Vip- (XMM2) dan Vout (XMM1) pada tabel data,

Hitung penguatan Avf = Rf/Rin + 1 atau Avt= Vout / Vin, Vour=Avr * Vin+,
Vin- = Vour * Rin /(Rin + Ry), lalu catat pada tabel data,

Ulangi langkah 2 sampai 4 untuk nilai Vi,+ yang lain, sesuai dengan tabel
data,

Ubah rangkaian menjadi seperti Gambar V-3 (b),

Atur Vin+ dan fi, sesuai dengan tabel data,

Ukur dan catat Vi (XMM2 set AC), Vin- (XMM3 set AC) dan Vout
(XMML1 set AC) pada tabel data,

Hitung penguatan Avt= Rf/Rin + 1 atau Avt= Vout / Vin, Vour= Avt * Vin+,
Vin- = Vout * Rin /(Rin + Ry), lalu catat pada tabel data,

Ulangi langkah 7 sampai 9 untuk nilai Vin+ dan fin yang lain, sesuai dengan
tabel data,

Amati bentuk gelombang pada osiloskop, dengan menggunakan

data percobaan diatas gambarkanlah kurva respons frekuensi.



F. Data Percobaan

Masukan DC
Rin Rf Vin+ Vin- (V) Vout (V) Ay
kQ) | k) | (V) | Ukur |Hitung | Ukur | Hitung v
1 9 1
1 9 3
1 9 9
Masukan AC
Rin Rf Vin+ (V) fin Vin- (V) Vout (V) Ay
(kQ2) | (k) | Tetapan | Ukur | (Hz) | Ukur | Hitung | Ukur | Hitung
1 9 1 60
1 9 100
1 9 1 1k
1 9 3 1k
1 9 9 1k

Pertanyaan dan Tugas
1. Jelaskan beberapa karakteristik op-amp

2. Buatlah rangkaian sederhana aplikasi op-amp sebagai rangkaian
penjumlah (summing amplifier), voltage level detector dan square-wave
generator.
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PERCOBAAN YV

SILICON-CONTROLOLED RECTIFIER (SCR)

V.1 Dasar Teori

Silicon Controlled Rectifier atau sering disingkat dengan SCR adalah Dioda yang
memiliki fungsi sebagai pengendali. Berbeda dengan Dioda pada umumnya yang hanya
mempunyai 2 kaki terminal, SCR adalah dioda yang memiliki 3 kaki Terminal. Kaki
Terminal ke-3 pada SCR tersebut dinamai dengan Terminal “Gate” atau “Gerbang” yang
berfungsi sebagai pengendali (Control), sedangkan kaki lainnya sama seperti Dioda
pada umumnya yaitu Terminal “Anoda” dan Terminal “Katoda”.Silicon Controlled
Rectifier (SCR) merupakan salah satu dari anggota kelompok komponen Thyristor.

Silicon Controlled Rectifier (SCR) atau Thrystor pertama kali diperkenalkan
secara komersial pada tahun 1956. SCR memiliki kemampuan untuk mengendalikan
Tegangan dan daya yang relatif tinggi dalam suatu perangkat kecil. Oleh karena itu SCR
atau Thyristor sering difungsikan sebagai Saklar (Switch) ataupun Pengendali
(Controller) dalam Rangkaian Elektronika yang menggunakan Tegangan / Arus
menengah-tinggi (Medium-High Power). Beberapa aplikasi SCR di rangkaian
elektronika diantaranya seperi rangkaian Lampu Dimmer, rangkaian Logika, rangkaian
osilator, rangkaian chopper, rangkaian pengendali kecepatan motor, rangkaian inverter,
rangkaian timer dan lain sebagainya.

Pada dasarnya SCR atau Thyristor terdiri dari 4 lapis Semikonduktor yaitu PNPN
(Positif Negatif Positif Negatif) atau sering disebut dengan PNPN Trioda.Terminal
“Gate” yang berfungsi sebagai pengendali terletak di lapisan bahan tipe-P yang
berdekatan dengan Kaki Terminal “Katoda”. Cara kerja sebuah SCR hampir sama
dengan sambungan dua buah bipolar transistor (bipolar junction transistor).

Prinsip Kerja

Pada prinsipnya, cara kerja SCR sama seperti dioda normal, namun SCR
memerlukan tegangan positif pada kaki “Gate (Gerbang)” untuk dapat mengaktifkannya.
Pada saat kaki Gate diberikan tegangan positif sebagai pemicu (trigger), SCR akan
menghantarkan arus listrik dari Anoda (A) ke Katoda (K). Sekali SCR mencapai
keadaan “ON” maka selamanya akan ON meskipun tegangan positif yang berfungsi
sebagai pemicu (trigger) tersebut dilepaskan.Untuk membuat SCR menjadi kondisi
“OFF”, arus maju Anoda-Katoda harus diturunkan hingga berada pada titik Ih (Holding
Current) SCR. Besarnya arus Holding atau Ih sebuah SCR dapat dilihat dari datasheet
SCR itu sendiri. Karena masing-masing jenis SCR memiliki arus Holding yang berbeda-
beda. Namun, pada dasarnya untuk mengembalikan SCR ke kondisi “OFF”, kita hanya
perlu menurunkan tegangan maju Anoda-Katoda ke titik Nol.
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V.2 Percobaan Pengujian SCR dengan Ohm-Meter

A. Tujuan

Untuk menunjukan suatu cara praktis pengujian SCR dengan Menggunakan Ohm-

meter (multimeter)

B. Teori singkat

SCR merupakan suatu piranti yang semikonduktor yang terdiri dari empat lapisan
(layer),seperti diperlihatkan pada gambar V-1(a), Keempat lapisan ini dapat dianggap
sebagai dua buah transistor bipolar yang disambungkan seperti yang diperlihatkan
pada gambar V-1(c¢).

A A
l I T1
P P T2
N N N
— P pCA [ P

O—
=
— Z
=

(a) (b)

Gambar.V-1 Stuktur Lapisan Semikonduktor dari SCR

Sambungan (junction) PN dari gate ke katoda dapat diuji dengan menggunakan
multimeter yang difungsikan sebagai Ohm-meter, seperti halnya diode penyearah,Jika
menunjukan nilai tahan yang kecil sebaliknya.Untuk itu probe Ohm-meter yang
bertegangan postitharus dihubungkan ke gate dan yang bertegangan negative ke kaotda
dari scr.

Perlu diperhatikan bahwa pada pengukuran tahanan,probe di multeter yang mana
bertegangan negative dan bertegangan positif. Engujian tidak dapat menunjukkan
apakah SCR tersebut baik,karean salah satu dari dua sambungan PN-Nya akan
mendapatkan bias mundur sehingga tidak dapat menghantar.

Pada saat anoda bertegangan positif dan katoda bertegangan negative,SCR dapat
dipicu dengan menghubungkan andoa ke gate sehingga SCR akan menghantar dan
Ohm-meter akan menunjukkan nilai tahanan yang kecil, Selanajutnya jika hubungan ke
gate dibuka kembali,SCR akan tetap menghantar dan Ohm-meter akan tetap
menunjukkan nilai tahana yang kecil (jika arus holding cukup besar . SCR akan
berhenti menghantar jika VA < Vk atau IA < IHold.



C. Peralatan yang digunakan

1. Multimeter
2. SCR
3. Kabel penghubung atau jumper

D. Rangkaian Percobaan

Gambar.V-5 Pengujian Pemicuan SCR
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E. Prosedur Percobaan

1.

© o N s N

Set multimeter pada posisi pengukuran tahananam pada range yang ditentukan
asisten.

Hubungkan multimeter seperti Gambar V-2(a),Lalu catat hasil pengukuran.
Hubungkan multimeter seperti gambar V-2(b),Lalu catat hasil pengukuran
Hubungkan multimeter seperti gambar V-3(a),Lalu catat hasil pengukuran
Hubungkan multimeter seperti gambar V-3(b),Lalu catat hasil pengukuran
Hubungkan multimeter seperti gambar V-4(a),Lalu catat hasil pengukuran
Hubungkan multimeter seperti gambar V-4(b),Lalu catat hasil pengukuran
Hubungkan multimeter seperti gambar V-5(a),Lalu catat hasil pengukuran

Hubungkan multimeter seperti gambar V-5(b),Lalu catat hasil pengukuran

10.Tanpa melepaskan probe multimeter dari SCR,buka kembali hubungan anoda

G.

dengan gate sehingga kembali seperti Gambar V-5(a),lalu cata hasil pengukuran

Data Percobaan

Pengujian Gate dengan Katoda
G K R(2)
+ -
- +

Pengujian Anoda dengan Katoda

A K R(Q)

+ -

- +

Pengujian Anoda dengan Gate

A K R(Q)

+ -




Pengujian Pemicuan
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Kondisi A G Rak Q
Sebelum Dipicu + Open
Saat Pemicuan + +
Setelah Dipicu + Open
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V.3 Percobaan Karakterisitik SCR dengan Sumber Tegangan DC

A. Tujuan

Untuk menunjukkan kondisi menghantar dan tidak menghantar dari SCR serta
Karakteristik SCR pada tegangan searah.

B. Teori Singkat

Agar dapat menghantar,anoda dari SCR harus lebih positi dair katodanya,tetapi
pada keadaan in1 SCR belu menghantar, SCR baru dapat menghantar jika pada gate
diinjeksikan arus (IG) yang sama dengan atau lebih besar dari arus pemicu yang
dibutuhkannya.

Arus ini (IG) baru dapat mengalir jika tegangan antara gate dengan katoda (VGK)
melampaui tegangan barrier dari sambungan PN-nya,Semakin besar arus IG, semakin
kecil tegangan VAK yang dibutuhkan untuk membuat SCR menghantar. Sekali
menghantar, SCR akan tetap menghantar selama arus anoda (IA) lebih besar dari arus
holding (IHOLDING) yang dibutuhkan ,walaupun arus IG sudah hilang.

C. Peralatan yang digunakan

Catu daya DC variabel
Voltmeter
Amperemeter

SCR

Potensiometer

Sakelar

Resistor 220 Q
Resistor 500 Q

© © N o 0o B~ w NP

Variabel Resistor 1K Q
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D. Rangkaian Percobaan

Gambar V-6. Rangkaian Percobaan Karakteristik SCR dengan tegangan sumber DC

E. Prosedur Percobaan

1.
2.
3.

Buat rangkaian seperti gambar V-6

Set potensiometer VR1 ke posisi minimum

Tutup sakelar S1 dan atur VR1 sampai milimaperemeter menunjukkan nilai yang
ditentukan.

. Amati bentuk gelombang yang dihasilkan pada osiloskop lalu catat nilai-nilai

yang diminta

. Ukur tegangan pada tahanan R2 dengan menggunakan osiloskop dan voltmeter

lalu catat.

. Set potensiometer VR1 untuk mendapatkan nilai IG berikutnya, lalu ulangi

langkah-3 sampai langkah -5.

. Setelah selesai lepaskan kembali semua sambungan dan hubungkan.

F. Data Percobaan

(mA) V) V) pada SCR pada R2

Ic VAK VR2 Bentuk Gelombang Bentuk Gelombang




G. Bentuk Gelombang yang diharapkan

< PG
P N\
r/ g \\
/// \\
Gelombang masukan Vs / \
/ \
S g “ﬁ\\
/ AN
Gelombang pada resistor N
VR VC
Gelombang pada SCR Vax
/
s ,
// " I b
/ / VB \
-+ > g
_Ta TH
B Tc .

Gambar V-7. Bentuk Gelombang dengan tegangan sumber DC.
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V.4 Percobaan Karakteristik SCR dengan Sumber Tegangan AC

A. Tujuan

Untuk menunjukkan karakteristik SCR dan sifat-sifatnya untuk sumber tegangan
bolak-balik.

B. Teori Singkat

Untuk sumber tegangan AC (yang umunya berbentuk sinusoida),SCR dapat dipicu
pada sudut penyalaan yang diinginkan sehingga SCR hanya akan menghantar mulai
dari saat (sudut) pemicuan tersebut hingga titik pemadaman, yaitu pada saat [A = 0
atau VA = VK. Hal ini akan terjadi pada sudut 180° daro tegangan masukkan (jika
beban bersifat resistif)

C. Peralatan yang digunakan

=

Trafo 12V
Miliamperemeter
Osiloskop

Dioda

SCR

Sakelar
Potensiometer

Resistor 220 Q

© 0O N gk~

Resistor 500 Q
10. Variabel Resistor 1K Q

D. Rangkaian Percobaan

Gambar V-8. Rangkaian Percobaan Karakteristik SCR dengan tegangan sumber AC
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E. Prosesdur Percobaan

1. Buat ranfkaian seperti Gambar V-8.

2. Set potensiometer VR1 ke posisi minimum.

3. Tutup sakelar S1 lalu atur VR1 sampai IG menunjukkan nilai yang ditentukan.

4. Amati bentuk gelombang pada osiloskop lalu catat nilai-nilai yang diminta.

5. Ukur tegangan pada tahanan R2 dengan menggunakan osiloskop dan voltmeter
lalu catat.

6. Set VRI sampai IG menunjukkan nilai berikutnya yang ditentukan,lalu ulangi
langkah-4 sampai langkah -5.

7. Setelah selesai, padamkan sumber tegangan lalu lepaskan semua sambungan.

F. Data Percobaan

Ic VAK VR2 Bentuk Gelombang Bentuk Gelombang
(mA) V) V) pada SCR pada R2




G. Bentuk Gelombang yang diharapkan

//. - ‘\\\‘
/ N\
,// b\\
Gelombang masukan Vs | / A
/‘/
\\
= \
F< 3 N " L g
Gelombang pada resistor \_\ ™
R2 Ve N
Gelombang pada SCR Vax
S/
// VA
/ Vai N
Ta "I:E
Tc \

Gambar V-9. Bentuk Gelombang dengan tegangan sumber AC.
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